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Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja

Przy uruchamianiu
urzqdzen czesto
zachodzi potrzeba
dolqczania i odlgczania
napiecia zasilajqcego, co
niesie ze sobq ryzyko
odwrotnego dolqczenia
tego napiecia,

a w konsekwencji
uszkodzenia pracujqcych
uktadow. Takze podczas
uzytkowania urzqdzen
zasilanych bateryjnie
istnieje duze ryzyko
odwrotnego podlgczenia
ogniw zasilajqcych.

Aby uniknaé przykrych
skutkéw zwiazanych z nie-
wlasciwa polaryzacja, najle-
piej jest zastosowac zabezpie-
czenie, ktére uchroni urza-
dzenie w przypadku btednej
polaryzacji. Na rys. 1 przed-
stawiono rézne sposoby re-
alizacji takiego zabezpiecze-
nia. Wszystkie rozwiazania
umozliwiaja , przepuszcza-
nia“ pradu tylko w jedna
strone, réznia sie jednak
spadkami napie¢ na elemen-
tach zabezpieczajacych,
a tym samym mozliwo§ciami
stosowania ich w réznych
urzadzeniach. Test wszyst-
kich uktadéw zostal przepro-
wadzony przy napieciu zasi-
lania réwnym 9 V, a prad po-
bierany przez odbiornik wy-
nosil 200 mA.

Na rys. 1a przedstawiono
typowy uktad z dioda pros-
townicza. Gdy polaryzacja
jest prawidlowa (do anody
jest dotaczony plus zasila-
nia), to dioda przewodzi i od-
biornik zostaje zasilony. Ze
wzgledu na zastosowanie dio-
dy krzemowej na jej struktu-
rze powstaje spadek napiecia

réwny 0,8 V. Przy wykorzys-
taniu tego ukladu w urzadze-
niu zasilanym bateryjnie jest
to znaczny spadek i w zasa-
dzie ukltad ten nadaje sie je-
dynie do urzadzen zasilanych
z zasilacza.

Uklad przedstawiony na
rys. 1b dziala na tej samej za-
sadzie jak ukiad z rys. 1a, lecz
dzieki zastosowaniu diody
Schottky'ego spadek napiecia
jest mniejszy i wynosi 0,35 V.

Na rys. 1c przedstawiono
takie nieco inny sposéb wila-
czenia diody, dzieki ktéremu
nie ma zadnego spadku na-
piecia. Uktad ten szczegdlnie
nadaje sie do zastosowania
w uktadach zasilanych bate-
ryjnie, gdyz nie wprowadza
zadnych strat, a odwrotne
podlaczenie baterii spowodu-
je, ze caly prad poplynie
przez diode, powodujac prze-
palenie bezpiecznika F.

Innym sposobem zabez-
pieczenia jest zastosowanie
tranzystora polowego, ktéry
zapewnia uzyskanie niewiel-
kiego spadku przy jego szere-
gowym wlaczeniu z napie-
ciem zasilania. Na rys. 1d
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przedstawiono uktad z zasto-
sowaniem tranzystora MOS
z kanatem typu P. Tranzystor
ten jest wilaczony w obwdd
»plusa“ napiecia zasilajacego.
W przypadku prawidlowej
polaryzacji napiecia zasilaja-
cego prad plynie poprzez dio-
de znajdujaca sie we wnetrzu
tranzystora oraz przez kanat
tranzystora, ktéry jest w sta-
nie przewodzenia, gdyz jego
bramka (G) jest na nizszym
potencjale niz zrédio (S).
Tranzystor IRF9540 w stanie
przewodzenia ma rezystancje
pomiedzy zrédiem (S) a dre-
nem (D) r6wna okolo 0,15 Q,
co przy pobieranym pradzie
przez odbiornik powoduje
spadek napiecia wynoszacy
30 mV. Jest to znacznie
mniejsza warto$¢ niz w przy-
padku zastosowania szerego-
wo wlaczonej diody. Uktad
nadaje sie wiec do urzadzen
zasilanych bateryjnie i ma
przewage nad ukladem po-
kazanym na rys. 1c, gdyz
odwrotne podlaczenia bate-
rii nie powoduje ich rozta-
dowania.

Inna konfiguracja zabez-
pieczenia przed odwrotna po-
laryzacja jest wykorzystanie
tranzystora MOS typu N.
Uklad taki przedstawiono na
rys. le. Podobnie jak w po-
przednim ukladzie tranzystor
jest wlaczony w szereg, ale
w ,,minusie“ zasilania. Zasa-
da dzialania tego zabezpie-
czenia jest taka jak poprzed-
nio, jednak zastosowany tran-
zystor BUZ11A charakteryzu-
je sie mniejsza rezystancja
dren-zrédlo, ktéra wynosi
0,045 Q. Stosowanie ukladow
z tranzystorami MOS wyma-
ga, aby napiecie zasilajace by-
to wyzsze od okolo 4 V.
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